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（　　　）1.如圖所示之電路，若MOSFET之臨限電壓為2V，閘源極間電壓時之汲極電流，則此電路之汲源極間電壓及汲極電流約為何？　(A)，　(B)，　(C)，　(D)，。
[image: 20]



（　　　）2.P通道增強型MOSFET欲使之導通，則閘極源極間電壓應加何種偏壓？　(A)0V　(B)負電壓　(C)小於臨界電壓之負電壓　(D)大於臨界電壓之正電壓。
（　　　）3.如圖所示為何種元件的結構？　(A)P通道JFET　(B)N通道JFET　(C)P通道空乏型MOSFET　(D)N通道空乏型MOSFET。
[image: 8-103]
【課本補充題】






（　　　）4.有一P通道JFET，若，，在時，若時，為　(A)2.6　(B)1.8　(C)1.2　(D)0.72　。
（　　　）5.如圖所示之FET特性曲線屬於　(A)N通道型式　(B)P通道型式　(C)N通道或P通道均可適用　(D)NPN型BJT。
[image: 8-072]




（　　　）6.某一N通道增強型MOSFET的臨界電壓，試計算在的互導值為（）　(A)4.2　(B)3　(C)2.1　(D)1.8　。




（　　　）7.如圖所示之FET之及，設，則為　(A)10　(B)22　(C)5.3　(D)2.7　V。
[image: 8-150]


◎領域：電機電子群-電子學 
	
[image: wm3]●單元主題：場效電晶體
· 活動名稱：場效電晶體之特性及其工作模式與直流偏壓
· 教學節數：5
· 教學目標：
1. 認識場效電晶體之特性。
2. 認識BJT之特性及其工作模式與直流偏壓之計算
· 活動流程：
   
      





· 執行情況：





· 教學成效：



· 實施心得：
 (
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